
 

自动 L/UL（25 片 Cassette） 

 

 

 

 

 

 

自动预真空（25 片 Cassette） 

 

 

 

 

 

 

 

NRT-4000 型 RTP 系统 

NANO-MASTER 的 NRT-4000 型独立式 RTP 快速褪火炉，可支

持硅片、GaN、GaAs 等晶圆的快速煺火，具有精确的温度/时间

控制能力。该 RTP 系统可支持单片自动 Load Lock，或者带 25

片 Cassette 的单片工艺，可兼容处理 4”和 6”晶圆片。也可以

有一次处理 6-7 片 6”晶圆的批处理版本。占地面积仅为

26”x44”,不锈钢立柜。 

工艺过程通过触摸屏 PC 和 LabView 软件，可实现全自动的 PC

控制，具有高度的可重复性，且具有友好的用户界面。 

系统具有完整的安全联锁，提供四级密码授权访问保护，含： 

 操作者权限：运行程序 

 工艺师权限：添加/编辑和删除程序 

 工程师权限：可独立控制子系统，并开发程序 

 服务权限：NM 工程师故障诊断和排除 

用户可选择温度的升降时间，温度和脉冲数，并且这些工艺参

数实时显示在触摸监控屏幕中。全自动工艺控制和完整的安全

联锁功能。对于带 Cassette 的单片工艺，取决于工艺参数情况，

最高每小时可以处理 6 片，或者一天 48 片（以 8 小时计）。 

系统支持不限数量的工艺菜单，每套工艺菜单可根据客户需要

支持 1 到 100 个工艺工序（步骤）。 

该 RTP 系统可选择不同的最高温度（最高可可加热至 1100℃或

者 1400℃），温度脉冲可高达 200C/s，SiC 涂覆的石墨烯样品台，

带石英支架，三顶针升降样品台(Auto L/UL)。提供高均匀性的

温度控制，整个晶圆全局的温度均匀性优于+/-1%，控温精度优

于+/-2℃。系统配套 1100℃的热电偶和高温计用于温度监测，也

可以根据用户的应用需要达到 1400℃的温度。 

标准样品台兼容 6”和 4”片，可根据需要定制批处理系统，实

现一次多达 6-7 片的 6”晶圆的批处理。 

系统配套独一无二设计的 8 个红外灯，带金反射镜，提供出色

的整片温度均匀性。配套 36KW 功率的 SCR(半导体控制整流器)

控制的 IGBT（绝缘栅双极晶体管）开关固态电源。 

配套 200sccm 量程的 N2 MFC，用于精确控制 N2 气体的流量。

另外 N2 也用于 Load Lock 中冷却样片，确保样片的完全冷却可

以放在进样室中进行，提高工艺腔体的处理效率。此外，用户

可以选择配置不同的气体，用于满足不同的工艺应用的目的。 



 

自动进样 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISP-500 型干泵 

 

 

 

 

 

12”x12”x 8”SS 方形不锈钢，气动升降顶盖。一键实现上盖

的开启和闭合功能，便于手动放/取样片，以及腔体的清洁和维

护。工艺腔体的腔壁采用冷却水冷却，确保不受高温伤害。和

进样室共用干泵确保系统的低真空，防止氧化。工艺腔体的极

限真空可达 50mTorr。也可以根据用户的应用需要，配套涡轮分

子泵达到超高真空的应用，这样极限真空可以达到 5x10-7Torr。

系统为完全的安全联锁，可以实现一键式抽真空或卸真空，安

全可靠。 

系统配套 Inficon 冷阴极皮拉尼真空计，可实现工艺腔室和预真

空腔室的真空读数显示。 

系统支持单片或 25 片 Cassette 的 Auto L/UL 的升级，可实现自

动进样、对准、出样，在不间断工艺真空情况下连续处理样片。

Load Lock 腔体带独立真空系统和真空计，通过 PC 全自动监控。

预真空腔室配套独立的真空系统、真空计、步进电机驱动的机

械臂、计算机全自动控制，带末梢执行器，可快速自动对准。5

分钟之内即可把样片（或片托）送到工艺腔体并对准。 

厂务条件： 

输入电源：三相五线制，380V，30A/Phase，50/60Hz 

冷却水：50PSI 压力，流量 2GPM 

CDA：90PSI 压力，用于气动单元驱动 

N2：另外需要提供氮气，用于腔体卸压以及分子泵轴承(若选配

了涡轮分子泵) 

应用： 

 扩散 

 接触式煺火 

 复合半导体煺火 

 氧化、碳化、晶化，以及致密化 

设备特点： 

 无气相颗粒、腔体经电抛光处理并经过泄露检测。兼容

百级超净间 

 12”x12”x 8”SS 方形不锈钢，气动升降顶盖 

 水冷腔壁，对人无潜在烫伤风险 

 最高温度可达 1100℃ 

 最高脉冲温度可达 200℃/Sec 

 涂覆有碳化硅的石墨烯基座，带石英台阶可以处理 4 英



 

Inficon 全局真空计 

寸和 6 英寸晶圆片。包含自动三顶针升降装置。 

 涂覆碳化硅的石墨烯减少排气并提高了机械耐耐力，使

得该基座在高温时具有防氧化性能 

 36KW 的 SCR 控制的 IGBT 开关固态电源 

 工艺腔室和预真空腔室共用 ISP-500 干泵，极限真空可

达 50mTorr，真空系统无油污染和烃污染 

 一键抽真空/卸压，电磁阀和气动阀分别用于慢速/快速

双段卸压，节流阀用于腔体内的压力控制 

 Nano-Master 提供独一无二的 8 个红外灯配置，带金反

射镜，高均匀性的红外灯排列，带精确的控制和监测。

这些设计可给整个晶圆表面提供出色的温度均 

 整个表面不均匀性优于±1%，闭环温度控制的均匀性优

于±2℃ 

 200sccm 的 N2 质量流量计，计算机自动控制 

 25 片 Cassette-to-Cassette 从预真空室自动上下片，

完全冷却可在预真空室中通过氮气吹扫来完成 

 基于 LabView 软件的 PC 计算机控制，高度的可重复性 

 触摸屏监控屏幕，主要工艺参数实时显示在监控屏幕上 

 四级密码授权访问保护 

 EMO 和完全的安全联锁功能 

 紧凑型设计，占地面积仅 26”×44”，不锈钢柜体 

 模块化设计，设备左侧用于真空系统，右侧用于带半透

明亚克力门的仪表放置，一键式易拆装的侧板 

系统可选： 

 提供更大腔体的配置，支持更大尺寸的基片处理 

 单晶圆工艺的 Auto Load Lock 

 单晶圆工艺带 25 片 Cassette 的自动上下片 

 批处理工艺，一次可支持 6-7 片 6”晶圆片 

 最高加热温度升级到 1400℃ 

 双光学高温计配置，高高温计控制 400℃到 1400℃，低

高温计控制 150℃到 1100℃ 

 260L/Sec 的 Pfeiffer Hipace 300 涡轮分子泵，在干净系

统中可达到 5×10-7Torr 的极限真空。通过计算机自动

控制分子泵速度实现腔体压力的全自动控制 

 额外增加 MFC，用于工艺气体，比如氧气、氢气等，

实现不同的工艺应用 

 

单片薄膜工艺专家 

NANO-MASTER CHINA | 那诺-马斯特中国 

网址:http://www.nanomaster-china.com 

邮箱:sales@nanomaster-china.com 

电话:021-31663529 


